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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体チップと、外形が長方形の回路基板とを備え、上記複数の半導体チップが
、上記回路基板の上記複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並列に配置さ
れ、当該複数の半導体チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿
って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置で
あって、
　上記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体
チップ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切っ
て搭載される半導体チップは、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記半導
体チップ実装面に搭載されている他の半導体チップの上記厚みよりも大きいことを特徴と
する半導体装置。
【請求項２】
　上記中心線を横切って搭載される半導体チップは、上記半導体チップ実装面に対面して
実装された表面の面積が、上記半導体チップ実装面に搭載されている他の半導体チップの
上記表面の面積よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記回路基板は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記中心線を横切っ
て搭載される半導体チップの上記厚みよりも小さいことを特徴とする請求項１または２に
記載の半導体装置。
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【請求項４】
　上記中心線を横切って搭載される半導体チップの上記厚みは、上記封止樹脂における上
記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みの２分の１以上であることを特徴とする請求項
１、２または３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　上記ＭＣＭ型のパッケージ構造は、上記半導体チップ実装面のアスペクト比が４以上、
かつ、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと、上記封止樹
脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと足した合計厚みが６００μｍ以
下の構造を含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　少なくとも３個以上の複数の半導体チップと、外形が長方形の回路基板とを備え、上記
複数の半導体チップが、単体の状態または積層型に構成された状態で上記回路基板の上記
複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並列に配置され、当該複数の半導体
チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半導体チップ
実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置であって、
　上記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体
チップ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切っ
て搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップは、上記半導体チ
ップ実装面に垂直な方向の総厚が、上記半導体チップ実装面に搭載されている単体の状態
または積層型に構成された状態の他の半導体チップの上記総厚よりも大きいことを特徴と
する半導体装置。
【請求項７】
　上記回路基板は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記中心線を横切っ
て搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップの上記総厚よりも
小さいことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チ
ップの上記総厚は、上記封止樹脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みの
２分の１以上であることを特徴とする請求項６または７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　上記ＭＣＭ型のパッケージ構造は、上記半導体チップ実装面のアスペクト比が４以上、
かつ、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと、上記封止樹
脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと足した合計厚みが６００μｍ以
下の構造を含むことを特徴とする請求項６、７または８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　複数の半導体チップと、外形が長方形の回路基板とを備え、上記複数の半導体チップが
、単体の状態または積層型に構成された状態で上記回路基板の上記複数の半導体チップを
実装する半導体チップ実装面に並列に配置され、当該複数の半導体チップを封止するため
に、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣ
Ｍ型のパッケージ構造を有する半導体装置であって、
　上記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体
チップ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切っ
て搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップは、反り防止部材
を積層しており、
　上記半導体チップ実装面に垂直な方向における、該半導体チップの総厚と該反り防止部
材の厚みと足した合計厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載されている単体の状態また
は積層型に構成された状態の他の半導体チップの上記半導体チップ実装面に垂直な方向の
総厚よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　上記回路基板は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記中心線を横切っ
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て搭載される単体の状態または積層型に構成された状態で反り防止部材を積層した半導体
チップの上記合計厚みよりも小さいことを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態で反り防止
部材を積層した半導体チップの上記合計厚みは、上記封止樹脂における上記半導体チップ
実装面に垂直な方向の厚みの２分の１以上であることを特徴とする請求項１０または１１
に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　上記ＭＣＭ型のパッケージ構造は、上記半導体チップ実装面のアスペクト比が４以上、
かつ、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと、上記封止樹
脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと足した合計厚みが６００μｍ以
下の構造を含むことを特徴とする請求項１０、１１または１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　上記反り防止部材は、金属からなる放熱板または電磁気シールド板であることを特徴と
する請求項１０に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　複数の半導体チップと、外形が長方形の回路基板とを備え、上記複数の半導体チップが
、上記回路基板の上記複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並列に配置さ
れ、当該複数の半導体チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿
って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置で
あって、
　上記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体
チップ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切っ
て搭載される半導体チップは、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記半導
体チップ実装面に搭載されている他の半導体チップの上記厚みよりも大きく、
　上記半導体チップ実装面を長手方向に対して３分の１毎の区間に区切り、該３つの区間
のうち、上記中心線を含む区間に屈曲点が存在しないことを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＣＭ（Multi Chip Module：マルチチップモジュール）と呼ばれる半導体
装置に関するものであり、特に、封止樹脂に覆われた薄型パッケージの中に、複数の半導
体チップを並列に搭載するパッケージ構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯情報機器の高機能化、小型化、軽量化、および薄型化に伴い、半導体装置の
高密度実装が必要とされている。そこで、これらの要求に応えるべく、複数の半導体チッ
プを１パッケージ化したＭＣＭ構造が提案されている。
【０００３】
　上記ＭＣＭ構造を有する半導体装置として、例えば、特許文献１に開示された半導体装
置がある。図１５は、従来の半導体装置１００の構造を示す平面図であり、樹脂封止前の
状態を示す。また、図１６は、樹脂封止後の図１５の従来の半導体装置１００を、Ｅ－Ｅ
線により見た断面側面図である。
【０００４】
　半導体装置１００では、タブ１０２に直付けされた２つの半導体チップ１０１が、タブ
連結部１０３によりタブ１０２同士が連結されながら、並列に搭載されている。半導体チ
ップ１０１は、ボンディングワイヤ１０５を用いて、リード１０４とワイヤボンディング
されることにより、信号の入出力口が備えられている。また、封止樹脂１０６が、２つの
半導体チップ１０１およびボンディングワイヤ１０５を封止するように形成されている。
【０００５】
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　このように、ＭＣＭ構造を有するようにパッケージ化（ＭＣＭパッケージ化）すること
によって、複数の機能を１個の半導体装置に集積化（ＳｏＣ（System on Chip））するこ
とが不要となる。それゆえ、半導体装置を作製する際、コストや歩留りに有利となる。
【０００６】
　また、各機能を有する複数の半導体チップを個々にパッケージ化する場合と、各機能を
有する複数の半導体チップをＭＣＭパッケージ化する場合とを比較すると、ＭＣＭパッケ
ージ化する場合の方が、実装の際の実装面積を低減することができる。
【特許文献１】特開平６－８９９６２号公報（１９９４年３月２９日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の半導体装置１００は、薄型でアスペクト比が高いパッケージ
形状を有する場合、半導体装置１００に反りが発生しやすいという問題点を有している。
アスペクト比は、２次元形状の長辺をＸ、短辺をＹとしたときに、Ｘ／Ｙで示される比率
である。
【０００８】
　図１７は、ＭＣＭパッケージ化した半導体装置１１０において発生する反りを説明する
ための図である。図１７に示すように、半導体装置１１０の実装面がＸ×Ｙのサイズを有
するとき、半導体装置１１０では、端部において反り量Ｗ１の反りが、実装面に垂直な方
向に生じる。また、この反りによって、屈曲点Ｐが現れている。
【０００９】
　図１８は、図１７の半導体装置１１０よりも大きいサイズの半導体装置１２０において
発生する反りを説明するための図である。図１８に示すように、半導体装置１２０の実装
面が２Ｘ×Ｙのサイズを有するとき、半導体装置１２０では、端部において反り量Ｗ２の
反りが、実装面に垂直な方向に生じる。また、半導体装置１１０と同様に、この反りによ
って、屈曲点Ｐが現れている。
【００１０】
　仮に、図１７の半導体装置１１０と図１８の半導体装置１２０とが同じ曲率を持って反
る場合、図１７の半導体装置１１０の反り量Ｗ１よりも図１８に示す高アスペクト比の半
導体装置１２０の反り量Ｗ２の方が大きくなる（Ｗ１＜Ｗ２）。つまりは、パッケージ形
状のアスペクト比が高くなるにつれて、曲率が同じでも反り量は大きくなる。
【００１１】
　これに対し、特に、携帯機器自体の薄型化が進むに伴い、パッケージ厚も非常に薄いも
のが要求されているため、反りの問題を解決することがますます要望されている。
【００１２】
　ここで、ＭＣＭパッケージ化した半導体装置に反りが発生する原因として、次の２点が
考えられる。
【００１３】
　１点目として、そもそもＭＣＭパッケージ化した半導体装置は、封止樹脂の硬化収縮に
より全体に凹に反る傾向がある。特に半導体装置が薄い場合、半導体装置の剛性よりも封
止樹脂の硬化収縮力が大きいので、大きな凹反りが発生する。逆に、樹脂の硬化収縮力を
抑えた樹脂を使用すると、図１９に示すＭＣＭパッケージ化した半導体装置１３０のよう
に、凸反りが発生してしまう。
【００１４】
　２点目として、反りの屈曲点は、特に、図２０に示すように、並列に複数搭載された半
導体チップ間の領域で発生する傾向がある。図２０は、３個の半導体チップ１４１、１４
２、および１４３が並列に搭載された半導体装置１４０に、反りが発生したときに現れる
屈曲点Ｐを説明するための図である。屈曲点Ｐは、半導体チップ１４１と半導体チップ１
４２との間、および半導体チップ１４１と半導体チップ１４３との間にそれぞれ現れる。
この屈曲点Ｐを基点として、半導体装置１４０の端部に、反り量がＷ３の反りが発生して
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いる。
【００１５】
　上記２点目の傾向は、半導体チップの無いことに起因し、半導体チップの無い領域の樹
脂量が多いために硬化収縮量が多くなること、および、半導体チップが無いことにより剛
性が不足すること、によって屈曲が発生すると考えられる。また、図２１に示すように、
屈曲点Ｐが半導体装置１５０の中央に近いほど、半導体装置１５０の端部の反り（Ｗ４）
は大きくなる。すなわち、半導体装置１５０の反り量はＷ３＜Ｗ４となる。
【００１６】
　大きな反りの発生は、実装不良の原因となる可能性がある。つまりは、反り量が大きく
なると、半導体装置を基板などに実装するときに、接続不良が発生する問題が生じる。
【００１７】
　例えば、図１８に示した半導体装置１２０の場合、実装基板１２５の半田ペースト１２
７が供給された接続パッド１２６に、半導体装置１２０の外部端子に供給された半田ボー
ル１２１を位置合わせしながら、半導体装置１２０を実装基板１２５に実装する。このと
き、半導体装置１２０の反りが大きいと、半田ペースト１２７と半田ボール１２１とが接
触できない。この状態で、リフロー炉で半田を熔融させると、接続不良が発生する可能性
が高まる。
【００１８】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、半導体装置に
発生する反りを抑制し、半導体装置の反りによる接続不良の発生を低減することができる
ＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の半導体装置は、上記課題を解決するために、複数の半導体チップと、外形が略
長方形の回路基板とを備え、上記複数の半導体チップが、上記回路基板の上記複数の半導
体チップを実装する半導体チップ実装面に並列に配置され、当該複数の半導体チップを封
止するために、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆
われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置であって、上記半導体チップ実装面
を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体チップ実装面を短手方向に
対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切って搭載される半導体チップ
は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載され
ている他の半導体チップの上記厚みよりも大きいことを特徴としている。
【００２０】
　上記の構成によれば、上記中心線を横切って搭載される半導体チップは、上記半導体チ
ップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載されている他の半導体
チップの上記厚みよりも大きいことにより、半導体装置の剛性が増し、半導体装置に発生
する反りを抑制することが可能となる。
【００２１】
　また、半導体装置は、他の部品、例えば、実装基板などに実装される。このとき、半導
体装置に反りが発生していれば、実装面が不接触状態となり、接続不良が発生する可能性
が高まる。これに対し、本発明の半導体装置は、反りを抑制することが可能となっている
ので、半導体装置の反りによる接続不良の発生を低減することが可能となる。
【００２２】
　また、本発明の半導体装置は、上記中心線を横切って搭載される半導体チップは、上記
半導体チップ実装面に対面して実装された表面の面積が、上記半導体チップ実装面に搭載
されている他の半導体チップの上記表面の面積よりも大きいことが好ましい。
【００２３】
　上記の構成によれば、半導体装置の剛性がさらに増し、半導体装置に発生する反りをさ
らに抑制することが可能となる。
【００２４】
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　また、本発明の半導体装置は、上記回路基板は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向
の厚みが、上記中心線を横切って搭載される半導体チップの上記厚みよりも小さいことが
好ましい。
【００２５】
　上記の構成によれば、上記回路基板に対する上記中心線を横切って搭載される半導体チ
ップの剛性が相対的に高まり、反りを抑制する効果をさらに高めることが可能となる。
【００２６】
　また、本発明の半導体装置は、上記中心線を横切って搭載される半導体チップの上記厚
みは、上記封止樹脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みの２分の１以上
であることが好ましい。
【００２７】
　上記の構成によれば、半導体装置の剛性がさらに増し、半導体装置に発生する反りをさ
らに抑制することが可能となる。
【００２８】
　また、本発明の半導体装置は、上記ＭＣＭ型のパッケージ構造は、上記半導体チップ実
装面のアスペクト比が４以上、かつ、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂
直な方向の厚みと、上記封止樹脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと
足した合計厚みが６００μｍ以下の構造を含むことが好ましい。
【００２９】
　ＭＣＭ型のパッケージ構造が、上記半導体チップ実装面のアスペクト比が４以上、かつ
、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと、上記封止樹脂に
おける上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと足した合計厚みが６００μｍ以下の
構造の場合、半導体装置の反りが顕著に発生する。それゆえ、上記の構成によれば、反り
抑制効果をより効果的に実施することが可能となる。
【００３０】
　また、本発明の半導体装置は、少なくとも３個以上の複数の半導体チップと、外形が略
長方形の回路基板とを備え、上記複数の半導体チップが、単体の状態または積層型に構成
された状態で上記回路基板の上記複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並
列に配置され、当該複数の半導体チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板
の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半
導体装置であって、上記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断
面と、上記半導体チップ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差す
る中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップ
は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の総厚が、上記半導体チップ実装面に搭載され
ている単体の状態または積層型に構成された状態の他の半導体チップの上記総厚よりも大
きいことを特徴としている。
【００３１】
　上記の構成によれば、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成
された状態の半導体チップは、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の総厚が、上記半導
体チップ実装面に搭載されている単体の状態または積層型に構成された状態の他の半導体
チップの上記総厚よりも大きいことにより、半導体装置の剛性が増し、半導体装置に発生
する反りを抑制することが可能となる。
【００３２】
　また、複数の半導体チップが、積層型に構成された状態で回路基板に実装されることに
より、回路基板の半導体チップ実装面の限られたサイズ内に、複数の半導体チップを搭載
することが可能となり、半導体装置はより複数の機能を有することが可能となる。
【００３３】
　さらに、半導体装置は、他の部品、例えば、実装基板などに実装される。このとき、半
導体装置に反りが発生していれば、実装面が不接触状態となり、接続不良が発生する可能
性が高まる。これに対し、本発明の半導体装置は、反りを抑制することが可能となってい
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るので、半導体装置の反りによる接続不良の発生を低減することが可能となる。
【００３４】
　また、本発明の半導体装置は、上記回路基板は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向
の厚みが、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の
半導体チップの上記総厚よりも小さいことが好ましい。
【００３５】
　上記の構成によれば、上記回路基板に対する上記中心線を横切って搭載される単体の状
態または積層型に構成された状態の半導体チップの剛性が相対的に高まり、反りを抑制す
る効果をさらに高めることが可能となる。
【００３６】
　また、本発明の半導体装置は、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層
型に構成された状態の半導体チップの上記総厚は、上記封止樹脂における上記半導体チッ
プ実装面に垂直な方向の厚みの２分の１以上であることが好ましい。
【００３７】
　上記の構成によれば、半導体装置の剛性がさらに増し、半導体装置に発生する反りをさ
らに抑制することが可能となる。
【００３８】
　また、本発明の半導体装置は、上記ＭＣＭ型のパッケージ構造は、上記半導体チップ実
装面のアスペクト比が４以上、かつ、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂
直な方向の厚みと、上記封止樹脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと
足した合計厚みが６００μｍ以下の構造を含むことが好ましい。
【００３９】
　ＭＣＭ型のパッケージ構造が、上記半導体チップ実装面のアスペクト比が４以上、かつ
、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと、上記封止樹脂に
おける上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと足した合計厚みが６００μｍ以下の
構造の場合、半導体装置の反りが顕著に発生する。それゆえ、上記の構成によれば、反り
抑制効果をより効果的に実施することが可能となる。
【００４０】
　また、本発明の半導体装置は、複数の半導体チップと、外形が略長方形の回路基板とを
備え、上記複数の半導体チップが、単体の状態または積層型に構成された状態で上記回路
基板の上記複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並列に配置され、当該複
数の半導体チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半
導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置であって、上
記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体チッ
プ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切って搭
載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップは、反り防止部材を積
層しており、上記半導体チップ実装面に垂直な方向における、該半導体チップの総厚と該
反り防止部材の厚みと足した合計厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載されている単体
の状態または積層型に構成された状態の他の半導体チップの上記半導体チップ実装面に垂
直な方向の総厚よりも大きいことを特徴としている。
【００４１】
　上記の構成によれば、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成
された状態で反り防止部材を積層した半導体チップは、上記半導体チップ実装面に垂直な
方向における、該半導体チップの総厚と該反り防止部材の厚みと足した合計厚みが、上記
半導体チップ実装面に搭載されている単体の状態または積層型に構成された状態の他の半
導体チップの総厚よりも大きいことにより、半導体装置の剛性が増し、半導体装置に発生
する反りを抑制することが可能となる。
【００４２】
　また、中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体
チップが反り防止部材を積層することにより、半導体装置は、反りを抑制する効果を奏す
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ると共に、半導体チップの機能とは異なる特性（例えば、放熱性、電磁気シールド性、絶
縁性など）を有することが可能となる。
【００４３】
　さらに、半導体装置は、他の部品、例えば、実装基板などに実装される。このとき、半
導体装置に反りが発生していれば、実装面が不接触状態となり、接続不良が発生する可能
性が高まる。これに対し、本発明の半導体装置は、反りを抑制することが可能となってい
るので、半導体装置の反りによる接続不良の発生を低減することが可能となる。
【００４４】
　また、本発明の半導体装置は、上記回路基板は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向
の厚みが、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態で
反り防止部材を積層した半導体チップの上記合計厚みよりも小さいことが好ましい。
【００４５】
　上記の構成によれば、上記回路基板に対する上記中心線を横切って搭載される単体の状
態または積層型に構成された状態で反り防止部材を積層した半導体チップの剛性が相対的
に高まり、反りを抑制する効果をさらに高めることが可能となる。
【００４６】
　また、本発明の半導体装置は、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層
型に構成された状態で反り防止部材を積層した半導体チップの上記合計厚みは、上記封止
樹脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みの２分の１以上であることが好
ましい。
【００４７】
　上記の構成によれば、半導体装置の剛性がさらに増し、半導体装置に発生する反りをさ
らに抑制することが可能となる。
【００４８】
　また、本発明の半導体装置は、上記ＭＣＭ型のパッケージ構造は、上記半導体チップ実
装面のアスペクト比が４以上、かつ、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂
直な方向の厚みと、上記封止樹脂における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと
足した合計厚みが６００μｍ以下の構造を含むことが好ましい。
【００４９】
　ＭＣＭ型のパッケージ構造が、上記半導体チップ実装面のアスペクト比が４以上、かつ
、上記回路基板における上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと、上記封止樹脂に
おける上記半導体チップ実装面に垂直な方向の厚みと足した合計厚みが６００μｍ以下の
構造の場合、半導体装置の反りが顕著に発生する。それゆえ、上記の構成によれば、反り
抑制効果をより効果的に実施することが可能となる。
【００５０】
　また、本発明の半導体装置は、上記反り防止部材は、金属からなる放熱板または電磁気
シールド板であることが好ましい。これにより、半導体チップに発生する熱を、効率良く
放熱することが可能となる。または、電磁気によるノイズを防止することが可能となる。
よって、半導体装置の信頼性を向上することが可能となる。
【００５１】
　また、本発明の半導体装置は、複数の半導体チップと、外形が略長方形の回路基板とを
備え、上記複数の半導体チップが、上記回路基板の上記複数の半導体チップを実装する半
導体チップ実装面に並列に配置され、当該複数の半導体チップを封止するために、封止樹
脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッ
ケージ構造を有する半導体装置であって、上記半導体チップ実装面を長手方向に対して３
分の１毎の区間に区切り、該３つの区間のうち、上記半導体チップ実装面を長手方向に対
して２等分する長手方向分断面と、上記半導体チップ実装面を短手方向に対して２等分す
る短手方向分断面とが交差する中心線を含む区間に屈曲点が存在しないことを特徴として
いる。
【００５２】
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　上記の構成によれば、屈曲点が中心線を含む３分の１の区間よりも外側にあることによ
って、屈曲点が中心線の近傍に現れる構造よりも、半導体装置に発生する反りを抑制する
ことが可能となる。
【００５３】
　また、半導体装置は、他の部品、例えば、実装基板などに実装される。このとき、半導
体装置に反りが発生していれば、実装面が不接触状態となり、接続不良が発生する可能性
が高まる。これに対し、本発明の半導体装置は、反りを抑制することが可能となっている
ので、半導体装置の反りによる接続不良の発生を低減することが可能となる。
【発明の効果】
【００５４】
　以上のように、本発明の半導体装置は、複数の半導体チップと、外形が略長方形の回路
基板とを備え、上記複数の半導体チップが、上記回路基板の上記複数の半導体チップを実
装する半導体チップ実装面に並列に配置され、当該複数の半導体チップを封止するために
、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ
型のパッケージ構造を有する半導体装置であって、上記半導体チップ実装面を長手方向に
対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体チップ実装面を短手方向に対して２等分
する短手方向分断面とが交差する中心線を横切って搭載される半導体チップは、上記半導
体チップ実装面に垂直な方向の厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載されている他の半
導体チップの上記厚みよりも大きい構成である。
【００５５】
　それゆえ、上記中心線を横切って搭載される半導体チップは、上記半導体チップ実装面
に垂直な方向の厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載されている他の半導体チップの上
記厚みよりも大きいことにより、半導体装置の剛性が増し、半導体装置に発生する反りを
抑制することができるという効果を奏する。
【００５６】
　また、本発明の半導体装置は、少なくとも３個以上の複数の半導体チップと、外形が略
長方形の回路基板とを備え、上記複数の半導体チップが、単体の状態または積層型に構成
された状態で上記回路基板の上記複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並
列に配置され、当該複数の半導体チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板
の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半
導体装置であって、上記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断
面と、上記半導体チップ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差す
る中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップ
は、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の総厚が、上記半導体チップ実装面に搭載され
ている単体の状態または積層型に構成された状態の他の半導体チップの上記総厚よりも大
きい構成である。
【００５７】
　それゆえ、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態
の半導体チップは、上記半導体チップ実装面に垂直な方向の総厚が、上記半導体チップ実
装面に搭載されている単体の状態または積層型に構成された状態の他の半導体チップの上
記総厚よりも大きいことにより、半導体装置の剛性が増し、半導体装置に発生する反りを
抑制することができるという効果を奏する。
【００５８】
　また、複数の半導体チップが、積層型に構成された状態で回路基板に実装されることに
より、回路基板の半導体チップ実装面の限られたサイズ内に、複数の半導体チップを搭載
することが可能となり、上記半導体装置はより複数の機能を有することができるという効
果を奏する。
【００５９】
　また、本発明の半導体装置は、複数の半導体チップと、外形が略長方形の回路基板とを
備え、上記複数の半導体チップが、単体の状態または積層型に構成された状態で上記回路
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基板の上記複数の半導体チップを実装する半導体チップ実装面に並列に配置され、当該複
数の半導体チップを封止するために、封止樹脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半
導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッケージ構造を有する半導体装置であって、上
記半導体チップ実装面を長手方向に対して２等分する長手方向分断面と、上記半導体チッ
プ実装面を短手方向に対して２等分する短手方向分断面とが交差する中心線を横切って搭
載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体チップは、反り防止部材を積
層しており、上記半導体チップ実装面に垂直な方向における、該半導体チップの総厚と該
反り防止部材の厚みと足した合計厚みが、上記半導体チップ実装面に搭載されている単体
の状態または積層型に構成された状態の他の半導体チップの上記半導体チップ実装面に垂
直な方向の総厚よりも大きい構成である。
【００６０】
　それゆえ、上記中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態
で反り防止部材を積層した半導体チップは、上記半導体チップ実装面に垂直な方向におけ
る、該半導体チップの総厚と該反り防止部材の厚みと足した合計厚みが、上記半導体チッ
プ実装面に搭載されている単体の状態または積層型に構成された状態の他の半導体チップ
の総厚よりも大きいことにより、半導体装置の剛性が増し、半導体装置に発生する反りを
抑制することができるという効果を奏する。
【００６１】
　また、中心線を横切って搭載される単体の状態または積層型に構成された状態の半導体
チップが反り防止部材を積層することにより、上記半導体装置は、反りを抑制する効果を
奏すると共に、半導体チップの機能とは異なる特性（例えば、放熱性、電磁気シールド性
、絶縁性など）を有することができるという効果を奏する。
【００６２】
　また、本発明の半導体装置は、複数の半導体チップと、外形が略長方形の回路基板とを
備え、上記複数の半導体チップが、上記回路基板の上記複数の半導体チップを実装する半
導体チップ実装面に並列に配置され、当該複数の半導体チップを封止するために、封止樹
脂により上記回路基板の外縁に沿って上記半導体チップ実装面が覆われたＭＣＭ型のパッ
ケージ構造を有する半導体装置であって、上記半導体チップ実装面を長手方向に対して３
分の１毎の区間に区切り、該３つの区間のうち、上記半導体チップ実装面を長手方向に対
して２等分する長手方向分断面と、上記半導体チップ実装面を短手方向に対して２等分す
る短手方向分断面とが交差する中心線を含む区間に屈曲点が存在しない構成である。
【００６３】
　それゆえ、屈曲点が中心線を含む３分の１の区間よりも外側にあることによって、屈曲
点が中心線の近傍に現れる構造よりも、半導体装置に発生する反りを抑制することができ
るという効果を奏する。
【００６４】
　また、上記各半導体装置は、他の部品、例えば、実装基板などに実装される。このとき
、半導体装置に反りが発生していれば、実装面が不接触状態となり、接続不良が発生する
可能性が高まる。これに対し、本発明の上記各半導体装置は、反りを抑制することが可能
となっているので、半導体装置の反りによる接続不良の発生を低減することができるとい
う効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　本発明は、ＭＣＭ（Multi Chip Module：マルチチップモジュール）と呼ばれる半導体
装置に関するものである。以下では、本発明にかかるＭＣＭのいくつかの実施形態を挙げ
て、図面を参照しながら説明していく。
【００６６】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００６７】
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　図１（ａ）は、ＭＣＭ１０を、樹脂封止面側であって、回路基板１４の半導体チップ１
１、１２、および１３の実装面に垂直な方向から見た平面図である。図１（ｂ）は、図１
（ａ）のＭＣＭ１０を、Ａ－Ａ線により見た断面側面図である。図１（ａ）のＡ－Ａ線は
、ＭＣＭ１０の中心線Ｃを通っており、図１（ｂ）は、ＭＣＭ１０の中心線Ｃを通る断面
の構成を示している。
【００６８】
　なお、樹脂封止面側とは、回路基板１４において、実装された半導体チップ１１、１２
、および１３を封止樹脂１５により封止する側（図１（ｂ）の上側）である。回路基板１
４における樹脂封止面側の反対側は、外部接続面側（図１（ｂ）の下側）とする。
【００６９】
　本実施の形態のＭＣＭ１０は、図１（ａ）（ｂ）に示すように、半導体チップ１１、１
２、および１３、回路基板１４、並びに封止樹脂１５を備えている。
【００７０】
　半導体チップ１１、１２、および１３は、各機能を有するように集積化されたベアチッ
プ状態の半導体チップである。半導体チップ１１、１２、および１３は、並列に（重なら
ないように）、回路基板１４に実装されている。半導体チップ１１、１２、および１３は
、ボンディングワイヤ１６を用いて、半導体チップ１１と半導体チップ１２との間や、各
半導体チップ１１、１２、および１３と回路基板１４の配線との間で、ワイヤボンディン
グされている。これにより、半導体チップ１１、１２、および１３に対する信号の入出力
経路がそれぞれ設けられている。なお、半導体チップ１１、１２、および１３の各サイズ
および厚さ、また、それぞれの配置は、詳細に後述する。
【００７１】
　回路基板１４は、外形が略長方形の薄板型の配線基板であり、外部接続面側に、他の部
品に接続可能な外部端子１７を有している。外部端子１７は、配線に電気的に接続されて
いる。これにより、外部端子１７と半導体チップ１１、１２、および１３との間の、電気
信号の入出力が可能となっている。また、外部端子１７には、半田が用いられている。外
部端子１７は、設計に応じて複数設けられる。
【００７２】
　封止樹脂１５は、半導体チップ１１、１２、および１３と、ボンディングワイヤ１６と
を封止する樹脂である。詳細には、封止樹脂１５は、回路基板１４の樹脂封止面側に、回
路基板１４の外縁に沿って、薄型の略直方体を形成するように、半導体チップ１１、１２
、および１３と、ボンディングワイヤ１６とを覆って封止する。
【００７３】
　これにより、ＭＣＭ１０は、薄型の略直方体の形状となっており、回路基板１４、封止
樹脂１５、および外部端子１７が露出した外観を有している。
【００７４】
　次に、半導体チップ１１、１２、および１３の配置について、詳細に説明する。
【００７５】
　ＭＣＭ１０は、図１（ａ）に示すように、回路基板１４の半導体チップ１１、１２、お
よび１３の実装面（半導体チップ実装面）を、長手方向（図１（ａ）の左右方向）に対し
て２等分する長手方向分断面Ｌと、短手方向（図１（ａ）の上下方向）に対して２等分す
る短手方向分断面Ｓと、が交差する中心線Ｃを有している。つまりは、中心線Ｃは、ＭＣ
Ｍ１０において、回路基板１４の半導体チップ実装面に対して垂直で、ＭＣＭ１０の中心
部を通る仮想の線である。
【００７６】
　ここで、ＭＣＭ１０では、半導体チップ１１が中心線Ｃを横切って配置されており、半
導体チップ１１の両端に、一列になるように、半導体チップ１２および１３がそれぞれ配
置されている。
【００７７】
　半導体チップ１１、１２、および１３は、図１（ａ）（ｂ）に示すように、半導体チッ
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プ実装面に垂直な方向の厚みが、半導体チップ１１＞半導体チップ１２＝半導体チップ１
３を満たしており、半導体チップ実装面に対面して実装された表面のサイズ（面積）が、
半導体チップ１１＞半導体チップ１２＞半導体チップ１３を満たす、外形形状を有してい
る。
【００７８】
　したがって、ＭＣＭ１０では、ＭＣＭ１０の中心線Ｃを横切って搭載される半導体チッ
プ１１の厚みが、その他の半導体チップ１２および１３のそれぞれの厚みよりも大きい。
これにより、ＭＣＭ１０の剛性が増し、ＭＣＭ１０に発生する反りを抑制することが可能
となる。
【００７９】
　つまりは、ＭＣＭに搭載する各半導体チップのサイズおよび厚さは、同じでもよいし、
異なっていてもよいが、ＭＣＭの中心線Ｃを横切って搭載される半導体チップの厚みが、
その他の半導体チップの厚みよりも大きくなるように、各半導体チップをそれぞれ配置す
ればよい。
【００８０】
　なお、ＭＣＭ１０は、外部端子１７を接続部として、外部の部品、例えば、実装基板な
どに実装される。このとき、ＭＣＭ１０に反りが発生していれば、外部端子１７が実装基
板の接合部に接触せずに、接続不良が発生する可能性が高まる。
【００８１】
　これに対し、本実施の形態のＭＣＭ１０は、反りを抑制することが可能となっているの
で、ＭＣＭの反りによる接続不良の発生を低減することが可能となる。
【００８２】
　また、ＭＣＭ１０では、ＭＣＭ１０の中心線Ｃを横切って搭載される半導体チップ１１
の外形サイズが、その他の半導体チップ１２および１３の外形サイズよりも大きい。これ
により、ＭＣＭ１０の剛性がさらに増し、ＭＣＭ１０に発生する反りをさらに抑制するこ
とが可能となる。
【００８３】
　また、上述した反り抑制効果をさらに高める構造として、回路基板１４の厚みを、半導
体チップ１１の厚みよりも薄く（小さく）することが好ましい。なお、回路基板１４の厚
みとは、半導体チップ実装面に垂直な方向における回路基板１４の厚みを示す。これによ
り、回路基板１４に対する半導体チップ１１の剛性が相対的に高まり、反りを抑制する効
果をさらに高めることが可能となる。
【００８４】
　例えば、ＭＣＭ１０において、回路基板１４の厚みを一定で、半導体チップ１１の厚み
を変化させて、反りの発生を実験した結果を表１に示す。
【００８５】
【表１】

【００８６】
　半導体チップ１１の厚みが１００（μｍ）で、回路基板１４の厚みが１００（μｍ）の
とき、ＭＣＭ１０に発生した反り量は、平均して９６．２（絶対値）であった。これに対
し、半導体チップ１１の厚みが１２５（μｍ）で、回路基板１４の厚みが１００（μｍ）
のとき、ＭＣＭ１０に発生した反り量は、平均して７２．４（絶対値）であった。
【００８７】



(13) JP 4319229 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

　よって、回路基板１４の厚みを半導体チップ１１の厚みよりも薄くすると、平均値で約
２４（μｍ）の反り量を低減する効果を確認することができた。なお、上記反り量を低減
する効果は、図１（ａ）（ｂ）に示したような凹反りのみだけでなく、図１９に示した凸
反りでも同様の効果を奏することが可能である。
【００８８】
　また、上述した反り抑制効果をさらに高める構造として、半導体チップ１１の厚みを、
封止樹脂１５の厚みの２分の１以上にすることが好ましい。なお、封止樹脂１５の厚みと
は、回路基板１４の半導体チップ実装面に垂直な方向における封止樹脂１５の厚みを示す
。
【００８９】
　例えば、ＭＣＭ１０において、封止樹脂１５の厚みを一定で、半導体チップ１１の厚み
を変化させて、反りの発生を実験した結果を表２に示す。
【００９０】
【表２】

【００９１】
　半導体チップ１１の厚みが１００（μｍ）で、封止樹脂１５の厚みが３００（μｍ）の
とき、ＭＣＭ１０に発生した反り量は、最大で１０７．６（絶対値）、平均して６２．９
（絶対値）であった。これに対し、半導体チップ１１の厚みが１５０（μｍ）で、封止樹
脂１５の厚みが３００（μｍ）のとき、ＭＣＭ１０に発生した反り量は、最大で６２．６
（絶対値）、平均して５２．８（絶対値）であった。
【００９２】
　よって、半導体チップ１１の厚みを、封止樹脂１５の厚みの２分の１にすると、平均値
で約１０（μｍ）、最大値で４５（μｍ）の反り量を低減する効果を確認することができ
た。なお、本構造においても、上記反り量を低減する効果は、図１（ａ）（ｂ）に示した
ような凹反りのみだけでなく、図１９に示した凸反りでも同様の効果を奏することが可能
である。
【００９３】
　ここで、上述したそれぞれの反り抑制効果は、ＭＣＭ１０が、アスペクト比が４以上あ
り、かつ、回路基板１４の厚みおよび封止樹脂１５の厚みを合計したＭＣＭ１０の厚みが
６００（μｍ）以下のパッケージ構造を有する場合に、特に顕著に現れる。
【００９４】
　アスペクト比は、２次元形状の長辺をＸ、短辺をＹとしたときに、Ｘ／Ｙで示される比
率である。ゆえに、図１（ａ）を参照して説明すると、ＭＣＭ１０において、長手方向（
図中の左右方向）がＸで、短手方向（図中の上下方向）がＹとなる。なお、ＭＣＭ１０で
は、回路基板１４の外縁に沿ってパッケージ構造が形成されているので、回路基板１４の
外形形状の長辺がＸ、短辺がＹとみなすこともできる。
【００９５】
　また、本発明の効果を検証するために、ＭＣＭ１０のアスペクト比が４．５２および４
．６２で、回路基板１４の厚みおよび封止樹脂１５の厚みを合計したＭＣＭ１０の厚みが
４００（μｍ）の構造を有するＭＣＭ１０を用いて、反り量を計測した。
【００９６】
　図２（ａ）は、アスペクト比が４．６２で、ＭＣＭ１０の厚みが４００（μｍ）のとき
、反り量を計測した結果を示すグラフである。縦軸は反り量（μｍ）を示し、横軸は図１
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のＡ－Ａ線上の距離を示している。
【００９７】
　図２（ａ）に示すように、ＭＣＭ１０では、反り量が約１４０（μｍ）の反りが発生す
る。また、このとき、図２（ａ）のグラフの中央部（１点鎖線で囲まれる部分）を抜き出
し、アスペクト比２．３１のＭＣＭ１０を想定するときの、反り量を想定した結果を示す
グラフを図２（ｂ）に示す。
【００９８】
　図２（ｂ）に示すように、このときのＭＣＭ１０では、反り量が約３０（μｍ）になる
。このため、アスペクト比の小さいものは反り自体が小さいので、元々接続不良が発生す
る可能性は低くなる。
【００９９】
　したがって、高アスペクト比のＭＣＭほど、本発明の効果が現れ、接続不良の発生を防
止する効果をより奏することになる。それゆえ、ＭＣＭ１０が反りやすくなっている、ア
スペクト比が４以上あり、かつ、回路基板１４の厚みおよび封止樹脂１５の厚みを合計し
たＭＣＭ１０の総厚が６００（μｍ）以下のパッケージ構造の場合に、上述したそれぞれ
の反り抑制効果をより効果的に実施することができる。
【０１００】
　また、本実施の形態のＭＣＭ１０は、半導体チップ１１、１２、および１３と回路基板
１４とが、ワイヤボンド方式により接続された構造を有しているが、これに限るものでは
ない。つまりは、図３に示すように、半導体チップ１１、１２、および１３にボンディン
グパッド１８を設けて、フリップチップ方式により接続される構造でもよいし、図４に示
すように、ワイヤボンド方式とフリップチップ方式とを併用することにより接続される構
造でもよい。
【０１０１】
　また、本実施の形態のＭＣＭ１０は、３個の半導体チップ１１、１２、および１３を搭
載したが、半導体チップの個数を３個に限定するものではなく、半導体チップの個数は２
個以上であればよい。さらに、半導体チップの配列が１列ではない場合であってもよい。
【０１０２】
　１列ではないように配列した５個の半導体チップを搭載するＭＣＭ２０を、樹脂封止面
側であって、回路基板１４の半導体チップ実装面に垂直な方向から見た図を図５（ａ）に
示し、図５（ａ）のＭＣＭ２０の側面断面図を図５（ｂ）に示す。
【０１０３】
　図５（ａ）（ｂ）に示すように、ＭＣＭ２０の中心線Ｃを横切って搭載される半導体チ
ップ２１の厚みが、その他の半導体チップ２２～２４の厚みよりも大きければよく、反り
低減効果を奏することが可能となる。ゆえに、半導体チップの個数および配列は設計に応
じて変更可能である。
【０１０４】
　また、本実施の形態のＭＣＭ１０は、回路基板１４の外部端子１７に半田を供給し、ボ
ールまたはバンプを形成しているが、これに限るものではない。つまりは、図６に示すよ
うに、外部端子１９のみのＬＧＡ構造（Land Grid Array）を有するＭＣＭ３０を実施し
てもよいし、図７（ａ）（ｂ）に示すように、回路基板１４の第２面のパッケージ外周に
、外部端子１９を配置したＱＦＮ構造（Quad Flat Non-Leaded）有するＭＣＭ４０を実施
してもよい。
【０１０５】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお
、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態１と同じである。ま
た、説明の便宜上、前記実施の形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材につ
いては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１０６】
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　図８は、ＭＣＭ５０の中心線Ｃを通る断面の構成を示す断面側面図である。
【０１０７】
　本実施の形態のＭＣＭ５０は、図８に示すように、積層構造を有する積層型半導体チッ
プ５１、積層構造を有する積層型半導体チップ５２、半導体チップ５３、回路基板１４、
並びに封止樹脂１５を備えている。
【０１０８】
　積層型半導体チップ５１、積層型半導体チップ５２、および半導体チップ５３は、並列
に（重ならないように）、回路基板１４に実装されている。積層型半導体チップ５１は、
２個の半導体チップが積層された構造を有している。積層型半導体チップ５２は、２個の
半導体チップが積層された構造を有している。これにより、ＭＣＭ５０には、５個の半導
体チップが搭載されている。
【０１０９】
　また、積層型半導体チップ５１および５２は、下段の半導体チップがフリップチップ方
式、また、上段の半導体チップがワイヤボンド方式により、回路基板１４とそれぞれ接続
されている。半導体チップ５３は、フリップチップ方式により、回路基板１４と接続され
ている。これにより、積層型半導体チップ５１、積層型半導体チップ５２、および半導体
チップ５３に対する信号の入出力経路がそれぞれ設けられている。
【０１１０】
　ＭＣＭ５０は、ＭＣＭ１０と同様に、中心線Ｃを有している。つまりは、中心線Ｃは、
ＭＣＭ５０において、回路基板１４の半導体チップ実装面に対して垂直で、ＭＣＭ５０の
中心部を通る仮想の線である。
【０１１１】
　ここで、ＭＣＭ５０では、積層型半導体チップ５１が中心線Ｃを横切って配置されてお
り、積層型半導体チップ５１の両端に、一列になるように、積層型半導体チップ５２およ
び半導体チップ５３がそれぞれ配置されている。
【０１１２】
　積層型半導体チップ５１は、回路基板１４の半導体チップ実装面に垂直な方向に、シリ
コンの総厚（Ｔ１＋Ｔ２）の厚みを有している。Ｔ１は下段の半導体チップの厚みであり
、Ｔ２は上段の半導体チップの厚みである。
【０１１３】
　また、積層型半導体チップ５１、積層型半導体チップ５２、および半導体チップ５３は
、図８に示すように、半導体チップ実装面に垂直な方向の総厚が、積層型半導体チップ５
１＞積層型半導体チップ５２＞半導体チップ５３を満たす、外形形状を有している。
【０１１４】
　したがって、ＭＣＭ５０では、ＭＣＭ５０の中心線Ｃを横切って搭載される積層型半導
体チップ５１の総厚が、その他の積層型半導体チップ５２および半導体チップ５３のそれ
ぞれの総厚よりも大きい。これにより、ＭＣＭ５０の剛性が増し、ＭＣＭ５０に発生する
反りを抑制することが可能となる。
【０１１５】
　つまりは、ＭＣＭに搭載する半導体チップは、積層型の構造を有していてもよいが、Ｍ
ＣＭの中心線Ｃを横切って搭載される半導体チップまたは積層型半導体チップの総厚が、
その他の半導体チップまたは積層型半導体チップの総厚よりも大きくなるように、各半導
体チップまたは各積層型半導体チップをそれぞれ配置すればよい。
【０１１６】
　また、本実施の形態のＭＣＭ５０は、中心線Ｃを横切って搭載される積層構造の半導体
チップに、放熱板を含んでいてもよい。
【０１１７】
　図９は、放熱板６２を含むＭＣＭ６０の、中心線Ｃを通る断面の構成を示す断面側面図
である。
【０１１８】
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　本実施の形態のＭＣＭ６０は、積層型半導体チップ５１を除いたＭＣＭ５０の構成に加
えて、中心線Ｃを横切って搭載される、放熱板６２（反り防止部材）が積層された半導体
チップ６１を備えている。
【０１１９】
　半導体チップ６１は、ワイヤボンド方式により、回路基板１４と接続されている。放熱
板６２は、金属からなり、例えば、銅を主材料にする板である。放熱板６２は、半導体チ
ップ６１の放熱性を向上するために設けられており、樹脂封止面側の表面は露出している
。
【０１２０】
　半導体チップ６１は厚みＴ３を有しており、放熱板６２は厚みＴ４を有している。これ
により、中心線Ｃを横切って搭載される構成要素は、総厚（Ｔ３＋Ｔ４）の厚みを有して
いる。積層型半導体チップ５２、および半導体チップ５３は、図９に示すように、半導体
チップ実装面に垂直な方向のそれぞれの総厚が、総厚（Ｔ３＋Ｔ４）よりも小さい。
【０１２１】
　したがって、ＭＣＭ６０では、ＭＣＭ６０の中心線Ｃを横切って搭載される構成要素の
総厚が、その他の積層型半導体チップ５２および半導体チップ５３のそれぞれの総厚より
も大きい。これにより、ＭＣＭ６０の剛性が増し、ＭＣＭ６０に発生する反りを抑制する
ことが可能となる。
【０１２２】
　つまりは、ＭＣＭに搭載する半導体チップは、ＭＣＭの中心線Ｃを横切って搭載される
半導体チップに放熱板が積層されていてもよいが、放熱板が積層された半導体チップの総
厚が、その他の半導体チップまたは積層型半導体チップの総厚よりも大きくなるように、
各半導体チップまたは各積層型半導体チップをそれぞれ配置すればよい。
【０１２３】
　また、上述した反り抑制効果をさらに高める構造として、回路基板１４の厚みを、積層
型半導体チップ５１の総厚や、半導体チップ６１＋放熱板６２の総厚よりも薄くすること
が好ましい。これにより、回路基板１４に対する、積層型半導体チップ５１や、半導体チ
ップ６１＋放熱板６２の剛性が相対的に高まり、反りを抑制する効果をさらに高めること
が可能となる。
【０１２４】
　また、上述した反り抑制効果をさらに高める構造として、積層型半導体チップ５１の総
厚や、半導体チップ６１＋放熱板６２の総厚を、封止樹脂１５の厚みの２分の１以上にす
ることが好ましい。
【０１２５】
　さらに、ＭＣＭが反りやすくなっている、アスペクト比が４以上あり、かつ、回路基板
１４の厚みおよび封止樹脂１５の厚みを合計したＭＣＭの総厚が６００（μｍ）以下のパ
ッケージ構造の場合に、上述したそれぞれの反り抑制効果をより効果的に実施することが
できる。
【０１２６】
　また、本実施の形態のＭＣＭ６０は、放熱板６２が積層された半導体チップ６１を備え
る構成を有している。これにより、半導体チップ６１に発生する熱を、効率良く放熱する
ことが可能となる。よって、ＭＣＭ６０の信頼性を向上することが可能となる。
【０１２７】
　なお、半導体チップ６１に積層する構成部材は、放熱板６２に限らない。つまりは、Ｍ
ＣＭ６０の機能に悪影響を及ぼさない反りを防止するための部材であればよく、例えば、
ダミーチップや、電磁気シールド板などでもよい。これにより、反りを抑制する効果を奏
すると共に、半導体チップの機能とは異なる特性（例えば、放熱性、電磁気シールド性、
絶縁性など）を有することが可能となる。
【０１２８】
　また、本実施の形態のＭＣＭ５０では、積層型半導体チップ５１が、下段の半導体チッ
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プがフリップチップ方式、また、上段の半導体チップがワイヤボンド方式により、回路基
板１４とそれぞれ接続された積層構造を有しているが、これに限るものではない。
【０１２９】
　つまりは、積層型半導体チップ５１では、図１０に示すように、上段下段の半導体チッ
プ共に、ワイヤボンド方式により接続される積層構造でもよいし、図１１に示すように、
上段下段の半導体チップ共に、フリップチップ方式により接続される積層構造でもよいし
、図１２に示すように、下段の半導体チップがワイヤボンド方式により接続され、上段の
半導体チップが下段の半導体チップにフリップチップ方式により接続される積層構造でも
よい。
【０１３０】
　また、本実施の形態のＭＣＭ５０では、積層型半導体チップ５１および５２が、それぞ
れ２個の半導体チップを積層した構成を有していたが、積層する半導体チップの個数を２
個に限定するものではなく、積層する半導体チップの個数は２個以上であってもよい。
【０１３１】
　図１３は、ＭＣＭ７０の中心線Ｃを通る断面の構成を示す断面側面図である。
【０１３２】
　ＭＣＭ７０は、３個の半導体チップを積層した積層型半導体チップ７１、３個の半導体
チップを積層した積層型半導体チップ７２、および、２個の半導体チップを積層した積層
型半導体チップ７３を搭載している。
【０１３３】
　積層型半導体チップ７１は、ＭＣＭ７０の中心線Ｃを横切って搭載されている。また、
積層型半導体チップ７１は、回路基板１４の半導体チップ実装面に垂直な方向に、シリコ
ンの総厚（Ｔ５＋Ｔ６＋Ｔ７）の厚みを有している。Ｔ５は下段の半導体チップの厚みで
あり、Ｔ６は中段の半導体チップの厚みであり、Ｔ７は上段の半導体チップの厚みである
。この総厚（Ｔ５＋Ｔ６＋Ｔ７）は、積層型半導体チップ７２の総厚や、積層型半導体チ
ップ７３の総厚よりも大きい。
【０１３４】
　よって、ＭＣＭ７０の中心線Ｃを横切って搭載される積層型半導体チップ７１の総厚が
、その他の積層型半導体チップ７２および７３のそれぞれの総厚よりも大きければよく、
反り低減効果を奏することが可能となる。ゆえに、半導体チップの個数および配列は設計
に応じて変更可能である。
【０１３５】
　複数の半導体チップが、積層型に構成された状態で回路基板に実装されることにより、
回路基板の半導体チップ実装面の限られたサイズ（領域）内に、複数の半導体チップを搭
載することが可能となり、ＭＣＭはより複数の機能を有することが可能となる。
【０１３６】
　〔実施の形態３〕
　本発明の他の実施の形態について図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお
、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態１および２と同じで
ある。また、説明の便宜上、前記実施の形態１および２の図面に示した部材と同一の機能
を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１３７】
　図１４（ａ）は、ＭＣＭ８０を、樹脂封止面側であって、回路基板１４の半導体チップ
８１、８２、および８３の実装面に垂直な方向から見た平面図である。図１４（ｂ）は、
図１４（ａ）のＭＣＭ８０を、Ｄ－Ｄ線により見た断面側面図である。図１４（ａ）のＤ
－Ｄ線は、ＭＣＭ８０の中心線Ｃを通っており、図１４（ｂ）は、ＭＣＭ８０の中心線Ｃ
を通る断面の構成を示している。
【０１３８】
　本実施の形態のＭＣＭ８０は、図１４（ａ）（ｂ）に示すように、半導体チップ８１、
８２、および８３、回路基板１４、並びに封止樹脂１５を備えている。
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【０１３９】
　半導体チップ８１、８２、および８３は、各機能を有するように集積化されたベアチッ
プ状態の半導体チップである。半導体チップ８１、８２、および８３は、並列に（重なら
ないように）、回路基板１４に実装されている。半導体チップ８１、８２、および８３は
、ボンディングワイヤ１６を用いて、半導体チップ８１と半導体チップ８２との間や、各
半導体チップ８１、８２、および８３と回路基板１４の配線との間で、ワイヤボンディン
グされている。これにより、半導体チップ８１、８２、および８３に対する信号の入出力
経路がそれぞれ設けられている。
【０１４０】
　ＭＣＭ８０は、ＭＣＭ１０と同様に、中心線Ｃを有している。つまりは、中心線Ｃは、
ＭＣＭ８０において、回路基板１４の半導体チップ実装面に対して垂直で、ＭＣＭ８０の
中心部を通る仮想の線である。ＭＣＭ８０では、半導体チップ８１が中心線Ｃを横切って
配置されている。
【０１４１】
　ここで、ＭＣＭ８０では、図１４（ａ）に示すように、回路基板１４の半導体チップ実
装面が、長手方向（図１４（ａ）の左右方向）に対して３分の１毎の区間に区切られる。
このとき、３つの区間のうち、中心線Ｃを含む区間に屈曲点Ｐが存在しないように、半導
体チップ８１、８２、および８３は配置されている。
【０１４２】
　それゆえ、屈曲点Ｐが中心線Ｃを含む３分の１の区間よりも外側にあることによって、
屈曲点Ｐが中心線Ｃの近傍に現れる構造よりも、ＭＣＭ８０に発生する反りを抑制するこ
とが可能となる。
【０１４３】
　また、半導体チップ８１、８２、および８３は、図１４（ｂ）に示すように、半導体チ
ップ実装面に垂直な方向の厚みが、半導体チップ８１＞半導体チップ８３＞半導体チップ
８２を満たす、外形形状を有している。
【０１４４】
　よって、ＭＣＭ８０では、ＭＣＭ８０の中心線Ｃを横切って搭載される半導体チップ８
１の厚みが、その他の半導体チップ８２および８３のそれぞれの厚みよりも大きい。これ
により、ＭＣＭ８０の剛性が増し、ＭＣＭ８０に発生する反りをさらに抑制することが可
能となる。
【０１４５】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
　本発明は、マルチチップモジュール（ＭＣＭ）と呼ばれる半導体装置に関して、該半導
体装置のパッケージ構造に適用できるが、これに限らず、その他の分野にも適用すること
ができる。例えば、樹脂成形により部品を製造する樹脂成形分野などに適用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明における半導体装置の実施の一形態を示す、（ａ）は平面図であり、（ｂ
）は（ａ）のＡ－Ａ線により見た側面断面図である。
【図２】（ａ）は、上記半導体装置に発生する反りを計測した結果を示すグラフであり、
（ｂ）は、（ａ）のグラフの一部を抜き出したグラフである。
【図３】上記半導体装置における、半導体チップと回路基板との接続の他の構成例を示す
側面断面図である。
【図４】上記半導体装置における、半導体チップと回路基板との接続のさらに他の構成例
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を示す側面断面図である。
【図５】本発明における半導体装置の他の実施の形態を示す、（ａ）は平面図であり、（
ｂ）は（ａ）の側面断面図である。
【図６】本発明における半導体装置のさらに他の実施の形態を示す側面断面図である。
【図７】本発明における半導体装置のさらに他の実施の形態を示す、（ａ）は平面図であ
り、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線により見た側面断面図である。
【図８】本発明における半導体装置のさらに他の実施の形態を示す側面断面図である。
【図９】本発明における半導体装置のさらに他の実施の形態を示す側面断面図である。
【図１０】図８に示す半導体装置における、半導体チップと回路基板との接続の他の構成
例を示す側面断面図である。
【図１１】上記半導体装置における、半導体チップと回路基板との接続のさらに他の構成
例を示す側面断面図である。
【図１２】上記半導体装置における、半導体チップと回路基板との接続のさらに他の構成
例を示す側面断面図である。
【図１３】本発明における半導体装置のさらに他の実施の形態を示す側面断面図である。
【図１４】本発明における半導体装置のさらに他の実施の形態を示す、（ａ）は平面図で
あり、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線により見た側面断面図である。
【図１５】樹脂封止前の従来の半導体装置の構造を示す平面図である。
【図１６】樹脂封止後の上記従来の半導体装置を、図１５のＥ－Ｅ線により見た断面側面
図である。
【図１７】ＭＣＭパッケージ化した従来の半導体装置において発生する反りを説明するた
めの図である。
【図１８】図１７に示す従来の半導体装置よりも大きいサイズの半導体装置において発生
する反りを説明するための図である。
【図１９】ＭＣＭパッケージ化した従来の半導体装置に、凸反りが発生した場合を示す断
面側面図である。
【図２０】ＭＣＭパッケージ化した従来の半導体装置において、反りが発生したときに現
れる屈曲点を説明するための図である。
【図２１】ＭＣＭパッケージ化した従来の半導体装置において、該半導体装置の中央部の
近傍に屈曲点が現れる場合を示す図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０　ＭＣＭ（半導体装置）
　１１～１３　半導体チップ
　１４　回路基板
　１５　封止樹脂
　１６　ボンディングワイヤ
　１７　外部端子
　１８　ボンディングパッド
　１９　外部端子
　５１，５２　積層型半導体チップ
　５３　半導体チップ
　６１　半導体チップ
　６２　放熱板（反り防止部材）
　７１～７３　積層型半導体チップ
　８１～８３　半導体チップ
　Ｃ　中心線
　Ｐ　屈曲点
　Ｌ　長手方向分断面
　Ｓ　短手方向分断面
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